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Abstract 
The anodic oxidation of silicon in th巴 mixturesof boric acid and sodium tetraborate solutions 
was performed using constant curr巴ntmethod. The conditions and apparatus for anodization are 
described. The s巴veralproperties of th巴 oxidized五lms，such as th巴 thicknesses，etch rates and 
porosities have been determined and compared with those of silicon dioxide films grown thermally 
and in other solutions. The quality and uniformity of the anodic oxide五lmswere found mainly 




































































グ)を行ない鏡面仕 I~げとし，酸化に用いた。試料の結品 i百は，酸化膜の生成が (111) 面になる
ように選んだ。























































1湯極敗北:主iliIl酸ート4棚化ナトリウム溶液で 0.1規定ァ 0.3規定， 0.5規定のもとで，また N-



































第3図に示す回路の如く Siを陽極とし，白金 (Pt)板を陰極と L，電解液の種類，濃度を
変えた溶液中で、酸化を行なった結果を以下に述べる。電解液としては，棚酸(H3B03)と4珊化
ナトリウム(Na2B407)の混合液および， N-メチルアセドアミド (N-MAと略記する)と 0.04N
のKN03の混合液を用いたので，それぞれの場合の結果について，はじめに報告する。棚酸と
4棚酸化ナトリウム (H3B03+ N a2B407)溶液の 0.1規定， 0.3， 0.5 Nの溶液中で電流密度を，
(431) 
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Fig. 7. Film thickness vs Time. 
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ので，厚いからと言って膜質が良いとは言えない。しかし，我々が用いた H3B03+ N a2B407の
溶液では，電流密度を増すほど，厚い膜が生成される結果が得られている。
次に溶液に， Nー メチルアセトアミド十0.04NKN03を混合比で (30: 2)， (30: 3)， (30: 4)の
三つの種類を用い， 電流密度をそれぞその溶液で3mA/cm2， および5mA/cm2としたときの
陽極酸化時間と酸化膜厚の関係の結果が，Fig.10から Fig.14までである。電流密度が， 3mA/
cm2の場合は溶液の混合比が (30:3)の場合に最も厚い膜が得られ，次いで， (30: 2)， (30: 4)の
順になっている。一方5mA/cm2の場合は Fig.11より 0.04N-KN03の濃度が薄いものほど厚
い膜が生成される傾向にある。 これは瑚酸十4珊化ナトリウム溶液の場合と同じ傾向になって





れる。 この結果は Fig.7から Fig.9までの瑚酸十4明化ナトリウム溶液の場合と全く同ーの
結果になっている。
以上の結果より溶液の濃度，電流密度，酸化膜厚の関係を検討してみると， 棚酸+4明化
ナトリウム溶液では， 0.1規定で5mA/cm2で生成した酸化膜が最も厚く ，0.5規定で， 3mA/ 
cm2で生成した酸化膜が最も薄いことがわかる。一方，N-MA+0.04NKN03溶液では (30:2) 




















































































O，XIOATION TIME (MIN) 
Fig. 16. Forrning Voltage-Tirne. 
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が薄いと厚くなる傾向にある。このことと Fig.17 g 3 mA/cm' 
i 5 mA/cm' 
~ 10 mA/cm' 
すなから Fig.19までの結果とは一致している。
わち電流密度が大きいとフォーミング電圧が高い
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Fig. 19. Forming Voltage-Time. 
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Fig. 18. Forming Voltage-Time 
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Fig. 21. Forming Voltage-Time. 
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N-MA + 0.04N-KNO， 
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Fig. 23. Forming Voltage--Time Fig. 22. 
り，他の溶液との違いは， Fig.11の膜厚を考慮する
N-MA +0.04N-KN03 
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FOR/V!ING VOLTAGE (V) 
Fig. 26. Forming Voltage-Thickness. 
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およそ 6AjVであるが， N-MA 溶液ではこれまで5.6AjVと報告8)さわしている値と比較して
かなり近い伯となっている。 ちなみに硝酸溶液の場合のおおよその値を求めてみると， 50A/ 
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。。
特にその出来方の一例を示したものである。












0.3 N， 5 mAfcm2， 50分









陽極酸化による V りコン酸化膜の生成と性質 1047 
(a) 30min (b) 40 min (c) 60 min (d) 80 min 
Photo 4-1. ピンホーノレ 3mA/cm2 H3B03+Na2B407溶液0.3N
(a) 30 min (b) 40 min (c) 50 min (d) 60min 
Photo 4-2. ピンホーノレ 5mA/cm2 H3B03+ Na2B407溶液0.3N
(a) 30min (b) 40 min (c) 60min (d) 80min 





(b) 50 min (c) 60min 
Photo 5-2. ピンホーノレ 5mA/cm2 H3B03+Na2B407 0.5 N 
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